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(57) Abstract: The invention relates to a thin-film LED comprising an active layer (7) consisting of a nitride compound semi- 
conductor that emits electromagnetic radiation (19) in a main radiation direction (15), a current-dispersing layer (9) succeeding the 
active layer (7) in the main radiation direction and consisting of a first nitride compound semiconductor material, a main surface (14) 
through which the radiation emitted in the main radiation direction (15) is decoupled, and a first contact layer (11, 12, 13) located 
on the main surface (14). According to the invention, the transversal conductivity of the current-dispersing layer (9) is increased 
by the formation of a two-dimensional electron or hole gas. The two-dimensional electron or hole gas is advantageously formed by 
embedding at least one layer (10) consisting of a second nitride compound semiconductor material in the current-dispersing layer 
(9). 
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(57) Zusammenfassung: Bei einer Dunnfilm-LED mit einer aktiven Schicht (7) aus einem Nitridverbindungshalbleiter, die elek- 
tromagnetische Strahlung (19) in einer Hauptstrahlungsrichtung (15) emittiert, einer der aktiven Schicht (7) in der Hauptstrahlungs- 
richtung (15) nachfolgenden Stromaufweitungs schicht (9) aus einem ersten Nitridverbindungshalbleitermaterial, einer Hauptflache 
(14), durch welche die in der Hauptstrahlungsrichtung (15) emittierte Strahlung ausgekoppelt wird, und einer ersten Kontaktschicht 
(11, 12, 13), die auf der Hauptflache (14) angeordnet ist, ist die Querleitfahigkeit der Stromaufweitungsschicht (9) durch Ausbildung 
eines zweidimensionalen Elektronen- oder Lochergases erhoht. Die Ausbildung des zweidimensionalen Elektronen- oder Locher- 
gases erfolgt vorteilhaft durch das Einbetten mindestens einer Schicht (10) aus einem zweiten Nitridverbindungshalbleitermaterial 
in die Stromaufweitungsschicht (9). 
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